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摘要(译)

一种晶体管，包括在基础衬底上的多晶硅层，并且包括沟道区，第一离
子掺杂区，第二离子掺杂区，该沟道区在第一和第二离子掺杂区之间，
沟道中晶粒的平均尺寸 区域大于第一和第二离子掺杂区域中的晶粒的区
域，与沟道区域绝缘并与沟道区域重叠的第一栅电极，与第一栅电极绝
缘且与沟道区域重叠的第二栅电极，中间绝缘层 在第二栅电极上，源极
在中间绝缘层上并连接到第一离子掺杂区，而漏极在中间绝缘层上并连
接到第二离子掺杂区。
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